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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

GaN HEMTにおいてゲート構造を導入するとゲートリーク電流を減らし、動作バイ
アス範囲を広げられることから、大電流化などにおいて重要である。しかしながら、
まずはどのようなMIS構造が好ましいかについては検討する必要があることから、
実際にダイオードを作製し、その評価を行った。

実験
Experimental

GaN層上にALDによる絶縁層とゲートコンタクト層をゲートスタックとして形成す
る。また半導体側のコンタクトとして、電極層を別途GaN層に形成する。形成され
たMOSダイオードの評価を行う。

結果と考察
Results and Discussion

Si基板上に形成されたGaN層上に、SiN, Al0.05Hf0.95O2,HfO2,SiO2などの絶縁膜
を形成し、それらのI-V特性、C-V特性を測定し、比較を行った。
耐圧を測定された容量等価膜厚(CET)で割ったものを比較するとAl0.05Hf0.95O2
が2.24V/nmと、SiO2の1.01 V/nmに対して二倍程度高く、最も駆動能力として優
れていた。HfO2は、Al0.05Hf0.95O2から5%程度低い2.14V/nm、SiNは、SiO2か
ら10%程度高い1.19V/nmであった。
一方、ターマン法で測定した界面準位密度を右に示す。SiNが最も優れた界面特性
を示している。今後これらのMOS界面をHEMTに応用していく予定である。
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図１．ターマン法で測定した界面準位密度
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